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摘要：通过系统地分析影响 I D稳定性的主要因素，设计出了计算机实时检测反馈、闭环控制、脉冲稳流的高频 LD驱动 

电源。采用抑制浪涌，减小纹波以及加入延时和软启动电路等多项安全设计及措施确保 LD工作的安全性。并且采用 

半导体制冷片，结合计算机实时检测电路对 LD工作温度进行精确控制。初步测量得到 LD激光稳定输出功率 150 w， 

温度稳定电路的控温精度达到 0．2℃，激光频宽为 6 GHz的实验结果。 
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Abstract：On the basis of analyzing the main factors effecting on the LD stability，a 1 kHz repeating 

frequency LD driving power supply with real—time feedback，closed—loop control and pulse current sta— 

bilization was designed．By restraining the surge and the ripple，adopting the delay—time and soft-star— 

tup circuit，this system improves the security of both the LD component and power supply．W ith the 

thermo—electronic cooler and PC that can detect the circuit real—time，the temperature of the LD can be 

kept accurately．Primarily，the LD laser output power is 150 W ，the stability of the constant tempera— 

ture power is 0．2。C，and the laser line width is about 6 GHz in the experiment． 
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引 —． ． 口 

半导体激光器(LD)具有体积小、转换效率 

高、开关速度快、工作电源简便 、价格低廉等优点， 

在科研、工业、医疗、军事等领域得到了广泛的应 

用 。LD是电流驱动器件 ，其使用寿命、工作 

特性在很大程度上取决于所用驱动电源的性能好 
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坏[3]。驱动电源设计中存在的问题，使激光器的 

性能下降或造成永久性损伤。所以，设计符合 

LD技术要求、性能稳定、工作可靠的驱动电源是 

十分必要的 。]。 

通常影响 I D稳定性的因素包括环境温度、 

湿度、电源电流等。而恒温温度控制和脉冲功率 

驱动是影响 LD稳定工作的两个最重要的物理参 

量。针对高频工作的半导体激光器，采用计算机 

控制的半导体激光器驱动电路，对半导体激光器 

工作状态，包括驱动电流和工作温度进行实时检 

测，分析了其驱动控制系统和温度控制系统中影 

响半导体激光器输出稳定性的相关因素，并进行 

进一步的改进，经实验测试，初步获得了较稳定的 

激光输出。 

2 驱动与控 制 系统设计 

传统的激光器驱动电源中，采用专用 IC模 

块驱动作为开关元件 MOSFET管，储能元件采 

用电容为主的方式，如图 1所示 。由于脉冲激 

光电源中的后续电流的存在，使得它极易出现浪 

涌现象，从而对激光器造成损害。 

LD 

图 1 半导体激光器驱动电路结构一般形式 

Fig．1 Common form of semiconductor laser’S driv 

ing circuit 

为了提高激光器的稳定性，考虑半导体激光 

器的伏安特性以及驱动电流一光功率特性曲线，实 

验设计的LD驱动电源的主要指标为：工作电压 

72 V；最大工作电流 25 A；开关频率 1 kHz 脉冲 

占空比0．4 。电源系统主电路框图如图2，LE。 

为半导体激光器，D 为反向吸收二极管，V为 

VMOS功率晶体管，R。为栅极限流电阻，D。、c 、 

RP。组成电压调节网络，LQ为半导体制冷器。 

整个系统主要包括 LD驱动控制系统、计算 

机控制系统和温度控制系统。LD驱动控制采用 

反馈方式，实现对驱动电流、驱动电压和光功率的 

稳定控制，计算机控制系统对 LD的温度、电流、 

72V高 电源 

图 2 LD驱动主电路结构框图 

Fig．2 Framework of LD ’S driving circuit 

LE 

V 

电压等参数进行设定和采样，温度控制系统通过 

半导体制冷器控制 LD在恒定温度下工作，防止 

LD输出波长漂移。 

3 影响 LD稳定性的相关因素分析 

3．1 LD驱动控制系统 

高功率高频半导体激光器，一般采用二维面 

阵结构，将多个单条激光器集成在不同衬(基)底 

芯片上，组成叠层半导体列阵，体积较小，发射功 

率较大。由于它的特殊结构以及工作电流大，体 

积小，散热差等特性，对驱动电源要求非常苛刻。 

瞬态的电流或电压尖峰等都很容易损坏激光器。 

因此，过电压、反向偏压和电流保护都是电源设计 

中很关键的因素。 

驱动电路为半导体激光器提供三组直流电 

压：72 V、12 V、5 V。经示波器测试验证，当 5 V 

出现断 路 时，由于 12 V 的存 在，集成 电路 

MC33151P输入端悬空，出现振荡信号，会输出高 

电平，导致 VMOS功率管导通，导通时问一旦超 

过 400 ns，就可能造成激光器损坏。另外，单稳电 

路也由5 V供电，其宽度直接影响激光器的导通 

时间，因此，5 V 电压要有很高的稳定性，不能出 

现断路、纹波过大的现象。在 5 V输入端对地分 

别加高、低频去耦电容。增大72 V低频滤波电容 

的容值。并且，系统中所用的不直接为激光器提 

供电流的辅助电源与为半导体激光器的提供电流 

的主电源的地端不进行连接，使它们相互独立，避 

免相互干扰。 

由于半导体激光器驱动电源在没有慢启动措 
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施的情况下接通和断开电路时，会在电路中形成 

一 个过渡过程。在 I D的开启和关断时产生的电 

压、电流浪涌冲击以及外界干扰产生的浪涌影响 

都有可能造成半导体激光器的击穿和损坏。因 

此，电路中设计了延时和软启动电路[g]。延时电 

路是利用 RC电路的充放电实现时间上的延迟。 

为了消除瞬间尖峰电流的影响，电路中设计了低 

通滤波电路，它能滤除电源在导通或工作过程中 

出现的高频电流成分，对电流的稳定起到重要的 

作用。通过以上措施，可以从根本上保证 I D的 

安全工作。 

驱动电路具体工作过程如下：开机时，先建立 

5 V、12 V直流电压，确保控制电路将 VMOS功 

率管的栅极电位嵌位在低电平，然后建立 72 V， 

即72 V上升必须相对于 5 V、12 V滞后。关机 

后，因为 72 V容量大，不宜消失(8 min后才会降 

到3 V以下)，故 5 V在 12 V消失后再撤除，即5 

V撤除要滞后于 12 V。 

3．2 LD温度控制系统 

半导体激光器的输出受环境温度和本身温度 

变化的影响非常严重。由于 PN结的内部承受着 

相当大的电流密度和热耗散功率密度，不可避免 

地存在各种非辐射损耗、自由载流子吸收等损耗 

机制，相当一部分注入电功率将转化为热量，引起 

激光器温度升高，从而影响其激光的输出。因此， 

在使用时，特别是高功率输出的器件使用时，需要 

低温或恒温装置，以保证其输出光强、波长等不发 

生显著变化。 

半导体激光器在工作过程中，激光器的热沉 

表面温度将会急剧上升，激光器中心波长随着温 

度的升高而漂移，致使激光器管芯温度升高。因 

此必须采取合理的制冷措施和控制以维持 I D在 

恒定温度下工作。这里采用半导体制冷器对 I D 

进行制冷 。 

工作时，半导体制冷器的一端制冷，设其制冷 

的热量为Q ，另一端制热，制热端与散热片连接， 

并采用风冷方法对散热片进行冷却，风冷带走的 

热量为Q，并且制冷片可通过改‘变电流方向变换 

制冷或制热。将热敏电阻串到一个恒流源中，对 

热敏电阻两端的电压采样，将温度变换为电信号， 

然后将其与设定的温度进行比较，偏差信号经控 

制调节电路处理后驱动制冷器工作，使温度稳定 

在设定温度附近。 

激光器工作时半导体制冷片的制冷效率的表 

达式如下 ： 

一 墨一 ，(1) ，=：一 ． 【l J Q̂ Q̂ ’ ⋯ 
其中a、K分别为半导体制冷器的塞贝克系数、热 

导系数；J为电流；R为制冷器电阻；t 、t 分别为 

热沉面和散热器端面的温度。 

图 3 激光器冷却能量随时间变化图 

Fig．3 LD cooling energy VS time 

图 4 半导体制冷器制冷效率随时间变化图 

Fig．4 Cooling efficiency of I．D VS time 

利用温度传感器，测量半导体制冷片两端面 

温度随时间的变化，通过代人式(1)，计算得出 

I D温度控制系统的冷却速度和效率，测试结果 

如图 3、4所示。由图 3可以看出，开始时，半导体 

激光器和制冷器热端存在一定温差。系统工作一 

段时间后，两端的温差也逐渐减小，半导体制冷器 

的冷却的能量随着时间逐渐减少。图 4给出了该 

冷却系统的制冷效率，由于制冷片两端温差逐渐 

变小，制冷效率由最大的 98 降至 74 。因此设 

计系统制冷效率在 7O ，制冷器工作在动态平衡 

状态，可以较好地利用冷却电源占空比的改变，精 

密控制系统工作点，使激光器能够较稳定地工作。 

实验过程中，根据图 3、图 4选择最佳温度控 

制工作点，考虑 LD温度特性和温控电路调整的 

难易程度等因素，测得激光器的温度浮动范围在 

5  0  5  0  5  0  5  0  5  0  

4  4  3  3  2  2  1  0  0  
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0．2℃以内。采用多光束干涉技术，初步测量 I D 

输出的激光频率变化为 6 GHz，初步实现了激光 

器的稳定输出的目的。 

4 结 论 

针对高频工作的半导体激光器，采用计算机 
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